YESIL LAZER DIiYOTLARI
URETIMINDE DEV ADIM

Siemens'in
Osram Opto
Semiconductors gir-
ketinden bilim in-
sanlari, 515 nanome-
tre (nm) dal-
gaboyunda ve 50
milivathk yiiksek op-
tik giicte, dogrudan itk yayan, yesil yaniletken lazer
geligtirmeyi basardi. “Gergek yesil” denilen 515 ve 535
nm spektral aralifindaki yesil lazer i1, mavi ve kirmiz
1§1fn yanu sira, lazer projeksiyon sistemi igin de gerek-
li. Ancak biitiin bu dalgaboylarinda, yesil ik igin kul-
lamilan indivum-galyum-nitrid (InGaN} malzeme siste-
mi bugtine dek lazer igin gerekli olan kristal kalitesini
safilayamad.

Bugiin kullarulmakta olan vesil lazerler giirece olarak
bityiik ve pahalidir, ginkii tek ihtiyaglan kizildtesi la-
zer diyotun ibaret degildir. Bunun yani sira kizilotesi i,
yegil spektral araliga donistiirmek igin optik kristale de
ihtiyag duyarlar. Iste dogrudan vegil lazer buna gfiziim ge-
tiriyor.

Sonug olarak, 515 nm'den biyik dalgaboyunda,
dogrudan stk yayan yesil lazer diyotlannin tiretimi igin
sirketler arasinda yang devam ediyor. Bu yil 500 nm egigi
ilk kez agilmug oldu. InGaN malzeme sorunu ile ilgili
sorunu ise Osram Opto Semiconductors goyle gizdii:
Madifiye epitaksivel yontemden yararlanularak lazer-
kalitesinde InGaN yapist tiretildi.




